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論文内容の要旨

本論文は，銅酸化物高温超電導体の Cu- O2 基本構造に基づいたどのようなパラメータが超電導移転温度 (Tc) と

関与しているかを検討することにより，高温超電導の本質に迫り Cu-O2 基本構造に基づく新しい銅酸化物高温超電

導体を設計，合成することを目的としており，新物質設計指針の構築，バルク合成法および人工格子の手法による新物.

質の合成， Bi 系超電導体の多層構造制御の解析を行った研究をまとめたもので，以下の 7章から構成されている。

第 1 章では，序論として本研究の背景と目的，概要について述べている。

第2章では，今までに発見されている銅酸化物高温超電導体を，主に Cu 一 O2 平面以外の層を介した最隣接の Cu

O2 平面間距離と Tcの関係で整理し，この距離と Tcの聞に相関があることを明らかにすると共に，この相関を基に Cu

-O2 平面以外の層をさらに 2種類に分類し，各層の役割を研究している。

第 3章では， Cu -O2 平面およびそれ以外の 2種類の層を，それぞれの役割に基づき組み合わせを考察し，多層構造

高温超電導体の具体的設計について研究している。

第4章では，設計に基づく新物質作製をバルク合成法および人工格子の手法により試み， 5種類の新物質を提供してい

る。

第 5章では，単位格子中の Cu- O2 平面数が 1 ， 2, 3 の場合を取り得るいわゆる Bi系銅酸化物超電導体について， Cu 

-O2 多層構造の制御および構造解析に関し研究を行うと共に， Cu 一 O2 平面以外の層の役割の一つである Cu -O2 

平面へのチャージキャリア供給のメカニズムについて高分解能局所分析等により研究している。

第6章では， Bi系銅酸化物超電導体における CU-02 多層構造およびチャージキャリア注入量と Tcの関係について，

光学測定による分析を試みている。

第 7章では，本研究を総括して，本論文の結論を述べている。
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論文審査の結果の要旨

本論文は，未だ不明な点の多い銅酸化物高温超電導体に関し， Cu 一 O2 基本構造に基づ、く結晶パラメータと超電導移
転温度との相関を検討することにより本超電導体の材料としての理解を深め， Cu -O2 基本構造に基づく銅酸化物超電
導体新物質創製のための設計，合成を目的とした研究をまとめたものであり，得られた主な成果は次の通りである。

(1)銅酸化物高温超電導体を Cu -O2 平面間の相互作用に着目して分類し， Cu -O2 平面間距離と Tc の聞に相関が

あることを見出だし，独自の新物質設計指針を構築している。

(2) 本設計指針に基づ、き，バルク作製法で 2種類の新物質合成に成功し，また，レーザアプレーション法による人工格

子の手法で 3種類の新物質合成に成功している。

(3) Bi系超電導体の多層構造制御を可能すると共に， 110K相が3層構造であることを明らかにし，世界で初めて Bi系

110K相単一厚膜作製に成功している。

(4) 局所組成分析，光学測定により Bi系 110K相のチャージキャリア供給メカニズム解明に貢献すると共に，簡便な超

電導，非超電導に判定指標を見出だしている。

以上のように本論文は，銅酸化物高温超電導体の多層構造の設計，合成を独自の視点から可能にすると共に， Bi系超

電導体の多層構造制御についても有益な知見を与え，材料物性工学に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士
論文として価値あるものと認める。
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